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0 Diodo e a jungtio pn na condigtio de
polarizagtio reversa e a

capacitéincia de jungtio (deplectio)
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Programag@o para a Segunda Prova

102 06/04 Circuito retificador em ponte. Circuito retificador de meia onda com o
capacitor de filtro.

112 10/04 Retificador de onda completa com capacitor de filtro, superdiodo.
Exercicios (exemplo 3.9).

122 13/04 Circuitos limitadores, circuitos grampeadores, dobrador de tensao,
exercicios: 3.27, 3.28.

132 17/04 Conceitos basicos de dispositivos semicondutores: silicio dopado,

mecanismos de conducao (difusdo e deriva), exercicios.

04/05 Modelos de cargas, jun¢do pn na condi¢do de circuito aberto, potencial
interno da jun¢do, juncao pn polarizada, exercicios.

16* 08/05 Distribuicao de portadores minoritarios na jungao pn diretamente
polarizada. Dedugao elementar da equagdo de corrente na jungao pn,
exercicios.

178 11/05 Capacitancia de difusdo, largura da regido de deplecdo da juncao pn
polarizada, capacitancia de deplecdo. a juncao pn na regido de ruptura
(efeito zener e efeito avalanche), exercicios.

182 15/05 A jungdo pn na regido de ruptura (efeito zener e efeito avalanche),
exercicios.

19 18/05 Estruturas e simbolos dos transistores bipolares de juncao, defini¢ao dos
modos de operagao (corte, ativo, saturagao) do TBJ, operagao do transistor
npn no modo ativo (polarizacao e distribuicdo de portadores minoritarios).

20* 22/05 Equacdes das correntes no transistor (definicdo do ganho de corrente em
emissor comum - 3 - e do ganho de corrente em base comum - o), modelos
de circuitos equivalentes para grandes sinais do transistor npn operando no
modo ativo, exercicios.
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152 Aula:
A juncdo pn Diretamente polarizada

Ao final desta aula vocé devera estar apto a:
-Explicar o que ocorre quando se junta um silicio tipo n e um p,
criando um diodo semicondutor

-Explicar a importancia das correntes de difusao e de deriva para
equacionar o fluxo de cargas na juncao pn

-Calcular a barreira de potencial interna e a largura da regiao de
deplecao em um diodo semicondutor

-Explicar o que ocorre na juncao pn quando ela € polarizada
reversamente

-Determinar a capacitancia de juncao (deplecao) em uma

juncao pn
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O Diodo

(a juncao pn)

Contato metilico Contato metalico

Catodo
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O Diodo
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A dinamica
da juncao pn em Aberto
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O Diodo em Aberto

Iy —
- [

Cargas Fixas
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O Diodo em Aberto

Cargas Fixas
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Exercicio

3.32 Para uma jungto prcom #,=10"/cm’ e #,=10"*/cm3 a 7= 300K,
determine a tensdo interna, a largura da regido de deplecdo e as distiincias que
ela se estende no lado e no lado 2 Utilize 7.=1,5 % 10"/cm’.

Cargas Fixas

Lacunas
+ + 4+ +

++++
+pP++
++++
++4++

Resp.728 mV; 0,32 1/m; 0,03 t/m e 0,29 £/m

Prof. Seabra
PSI/EPUSP

n?

1

v - VTIH(M]

404



O Diodo
Polarizado Reversamente
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O Diodo Polarizado Reversamente
(a capacitiincia de junctio ou de deplecdo)
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O Diodo Polarizado Reversamente
(a capacitiincia de junctio ou de deplecdo)

C = dq,
T dv,

VR :VQ

ST £ Ewavas
N,+Nj q \N, N,

C.
Cj=——L— onde Cjo:A\/(gsq)£ Nallp j[lj
Ve 2 \N,+N, |V,

Vs

Na pratica C; L com m= 1/3al/2

V m
(1 + —Rj 407
Vo



O Diodo Polarizado Reversamente

Capacitor = aberto em C(!
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Diodos Varactores
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Target Applications
= Voltage Controlled Crystal Oscillators / Temperature Controlled Crystal Oscillators (VCXO/TCXO)
" Voltage Controlled Oscillators (VCO)
" Electronic TV tuning * Satellite and terrestrial Television tuners * DVD recorders
Prof. Seabra
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» FM radio tuning * Car radio * Mobile phones



O Diodo na Regiao de Ruptura
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Quando | > I a jungiio se rompe:

Ruptura por Efeito Zener (< 5V): ocorre quando o campo elétrico na camada
de deplectio aumenta até quebrar ligagées covalentes (pares n-p)

Ruptura por Efeito Avalanche (> 7V): ocorre quando os portadores
minoritdrioos que cruzam a regido de deplegiio quebram as ligagoes
tovalentes, e podem em seguida quebrar outras ligagoes 414



